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1. まえがき 

中性子は、金属等には高い透過性を有する一方、水素(H)やリチウム(Li)などの軽元素に対して

は感度を持つため、通常の X 線等では難しい金属で囲まれた空間内部に存在する H、Liの状態を

非破壊で探るためのイメージングプローブとして期待されている。近年提案された、Li2B4O7（LBO）

単結晶基板を用いた超伝導トンネル接合(Superconducting Tunnel Junction : STJ)中性子検出器[1]は、

高速応答・高検出効率という優れた性能を持つ反面、基板全体を 1つの中性子吸収体とするため

位置分解能が低いという課題があった。我々はこの課題の解決策として、Si基板と LBO 基板を

接着剤によって貼り合わせ中性子吸収体である LBO をピクセル化した、Si-LBO ハイブリッド基

板構造を有する中性子検出用 STJを提案した[2]。しかし、Si/LBO 間の接着剤のため、LBO に吸

収された中性子により発生したフォノン信号が減衰する問題がある。そこで本発表では、Si/LBO

界面での信号減衰の解消を目指し、接触面を直接真空中で処理することで接着剤等の物質を使う

ことなく接着させる表面活性化常温接合技術[3](活性化接合技術)を用いた Si-LBO ハイブリッド

基板を形成、その基板上に STJ検出器を作製し、その特性を評価した 

 

2. 活性化接合技術[3]を用いた Si-LBO の基板接合 

Fig.1に、活性化接合技術により貼り合わせた Si-LBO基板の、LBO基板側から見た写真を示す。

基板貼り合わせは、表面活性化常温接合装置を用いて、1.0×

10
-5

 Pa の真空中で Ar の高速原子ビームにより基板表面を活

性化した後、10000 N の荷重を 60秒間負荷して行った。同図

に示すとおり、現状では Si/LBO の接合状況にムラがあるため、

その接合条件の改善を試みる。また、基板上の STJ の作製と

評価については当日報告する。 
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Fig.1 The plane photo of Si-LBO hybrid 

substrate 
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